
 

高温 ZnTeバッファ層導入による ZnTe薄膜のドメイン構造の改善 

Improvement of the domain structure of the ZnTe film using the high-temperature ZnTe buffer layer 
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【はじめに】我々はMBE法により各種面方位を有するサファイア基板上に ZnTe薄膜の作製を行

っている。サファイア c面基板上に 100℃程度で ZnTeの低温バッファ層を堆積後 300℃程度でア

ニールを行い、薄膜を成長させることで 1種類の ZnTe(111)が強く配向した薄膜が得られることを

報告してきた[1]。しかしながら、僅かながらも 3 種類の ZnTe(511)が混入していた[2]。そこで、

低温バッファ層の堆積前に成長温度付近で『高温バッファ層』を堆積することに注目した[3]。低

温バッファ層の前に『高温バッファ層』を堆積することで基板上に核を形成することが可能にな

る。その上に低温バッファ層を堆積しアニールを行うとその核を起点に成長が開始すると考えら

れる。この大きな核を用いることで 3種類の ZnTe(511)ドメインの抑制が期待できると考えた。 

【実験方法】ZnTe薄膜の作製はMBE法を用いて行った。サファイア c面基板上に基板温度約 300℃

で数 nmの『高温バッファ層』を堆積後、低温バッファ層、ZnTe薄膜の順に成長を行った。ZnTe

薄膜の成長温度は 340℃とした。バッファ層の評価および薄膜の表面モホロジーの評価には AFM

を用いた。また、薄膜のドメイン構造の評価には XRDの極点図測定を用いた。 

【実験結果】『高温バッファ層』を導入した ZnTe 薄膜の表面モホロジーを AFM で観察すると

（Fig.1）、表面には同じ方向を向いた三角形状の凹凸が存在していた。それ以外にも三角形の辺に

平行な縦線が確認できた。これらは形状より三角形が ZnTe(111)、縦線が ZnTe(511)に対応してい

ると考えられる。縦線の凹凸が一方向のみに見られたことから、ZnTe(511)は主に 1種類のみが配

向していると考えられる。極点図測定においても、1種類の ZnTe(111)と 1種類の ZnTe(511)が主に

配向しているという結果が得られた。『高温バッファ層』導入により ZnTe(511) ドメインが抑制で

きたと考えられる。『高温バッファ層』による成長核の大きさや密度と薄膜の結晶性の詳細につい

ては、当日報告予定である。 
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Fig.1 サファイア c 面基板上 ZnTe

薄膜の AFM画像 
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